
Mgイオン注入 GaN MOSFETのチャネル特性向上 

Improvement of MOS channel properties on Mg implanted GaN MOSFETs 
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[はじめに] GaN 系 FET は GaN の優れた物性値から次世代の低損失パワースイッチング素子とし

て期待される。パワー用途でのスイッチングデバイスで要求される絶縁ゲート駆動でノーマリー

オフ動作を実現可能なMOSチャネルの特性制御は重要な要素技術である。我々は、前回の報告に

てMgイオン注入層上における MOSFET のノーマリーオフ動作を実現した[1]。本発表では、注入

層の表面荒れ抑制による注入層特性向上、および MOS 界面層の制御による Mg 注入層上横型

MOSFET の特性改善検討を行ったので報告する。 

[実験方法] +c面n-GaN自立基板上n-GaNエピに500 nm深さまで1×1018 cm-3濃度一定となるBOX

プロファイルにて Mg を全面にイオン注入し 1300℃で活性化熱処理を行った。活性化処理を見直

し表面荒れを前回の Rrms = 0.66 nm（サンプル A）から約 0.25 nm（サンプル B, C）に抑制した。

その後、n+ソース/ドレイン領域に Siをイオン注入し、1100℃で活性化処理を行った。ゲート絶縁

膜として、TEOS を用いたリモートプラズマ CVD法で SiO2 100 nm狙いで成膜し、アルミ電極を

形成して図 1に示す横型MOSFETをMg注入層上に作製した。なお、p-GaNエピ層上において SiO2

形成条件によりMOS界面層が変化し、その界面層の厚みによって移動度が変化することが分かっ

たので、前回条件でゲート形成したサンプル Aと B に加え、Mg注入層

上においても界面層制御条件を適用したサンプル C を作製した。 

[結果] 横型 MOSFET の伝達特性を図 2 に示す。前回報告したサンプル

A から、活性化処理後の表面荒れを抑制したサンプル B では、残留空

孔欠陥の低減が確認されたが、SiO2条件は同じとした場合に電界効果

移動度のピーク値やしきい値に大きな変化は見られなかった。一

方、注入層の改善に加えMOS界面層の制御を行ったサンプル Cで

は、チャネル移動度は約 110 cm2/Vs が得られ、エピ層上と同等の

高移動度をMg注入層上においても得ることができた。詳細につい

ては当日報告する。 
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  Fig. 2. Field effect mobility curves 

of fabricated lateral MOSFETs. 

  Fig.1. Fabricated lateral MOSFET 

on Mg implanted GaN layer. 

第65回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集 (2018 早稲田大学・西早稲田キャンパス)19p-C302-2 

© 2018年 応用物理学会 12-394 13.7


